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Fig. 3 Detail X 
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Beschreibung 

[0001] Die Ertindung betriffl ein Verb indungssy stem 
zur losbaren Festlegung eines AnschluBkontaktes ei- 
nes elektrisch/eiektronischen Bauteils auf einer Leiter- 
bahn eines Schaltungtragers; einen elektrischen/elek- 
tronischen Bauteil, umfassend zumindest einen An- 
schluBkontakt, der losbar auf einer Leiterbahn eines 
Schaltungstragers festlegbar ist und eine Leiterbahn 
aufgebracht auf einem Schaltungstrager, auf welcher 
ein AnschluBkontakt eines elektrischen/elektronischen 
Bauteiles losbar festlegbar ist. 

[0002] Nach bisher bekanntem Stand der Technik 
werden die AnschluBkontakte eines elektrischen/elek- 
tronischen Bauteiles mit den Leiterbahnen, mit welchen 
sie elektrisch und mechanisch verbunden werden sol- 
len, verlotet. Die dabei entstehende Verbindung zwi- 
schen Bauteil und Leiterbahn ist losbar, soda3 zum Aus- 
tausch des Bauteiles -beispielsweise wenn dieser nicht 
mehr f unktionstuchtig ist- dieser von den Leiterbahnen 
getrennt werden kann. Das zu dieser Trennung notwen- 
dige Losen der Lotstellen ist insbesondere dann, wenn 
der Bauteil sehr viele AnschluBflachen aufweist, wie 
dies beispielsweise bei einem Mikroprozessor der Fall 
ist, relativ zeitaufwendig. 

[0003] Auch beim Anloten eines neuen, funktions- 
tuchtigen Bauteiles muB wieder jede seiner 
AnschluBflachen separat mit der betreffenden Leiter- 
bahn verlotet werden. Dies ist ebenfalls relativ zeitauf- 
wendig, wobei noch dazu kommt, daB die Warme, die 
jeder AnschluBflache beim Verloten zugefuhrt wird, zu 
einer Erhitzung des Bauteiles fuhrt, was sich nachteilig 
auf seine Lebensdauer auswirkt. Daneben werden 
durch das Erhitzen der Lotstelle auch mechanische 
Spannungen in die Verbindung eingebracht. die die Le- 
bensdauer der Verbindung vermindem. 
[0004] Das Austauschen eines elektrischen/elektro- 
nischen Bauteiles, derdirekt mit den Leiterbahnen eines 
Schaltungstragers verlotet ist, stellt sich daher insge- 
samt als sehr aufwendig dar. Zur Zeit gewinnen Pak- 
kages wie z.B. BGA und Flip-Chip immer mehr an Be- 
deutung, bei welchen ein Austausch eines defekten 
Bauteiles so gut wie unmoglich ist. 
[0005] Dieses Problem ist im Stand der Technik be- 
reits erkannt und auch schon wie folgt gelost worden: 
Insbesondere zur Festlegung von integrierten Schalt- 
kreisen auf Schattungstragern, vor allem von solchen 
mit sehr vielen AnschluBflachen, wie z.B. Mikroprozes- 
soren, wurden Steck-Sockeln verwendet. Diese.Kom- 
ponenten weisen ebenfalls AnschluBflachen, namlich 
genauso viele, wie der von ihnen aufzunehmende elek- 
trische/elektronische Bauteil auf, welche AnschluBfla- 
chen direkt mit den Leiterbahnen verlotet werden. Jede 
AnschluBflache ist mit einer Steckbuchse verbunden, 
welche jeweils zur Aufnahme eines AnschluBkontaktes 
des elektrischen/elektronischen Bauteiles geeignet ist. 
Damit alle diese Steckbuchsen gemeinsam gehandhabt 
werden konnen, sind sie mittels eines isolierenden Ma- 



terials, in der Regel Kunststoff, miteinander vergos- 
sen. 

[0006] Nach dem Verloten dieses Steck-Sockels mit 
den Leiterbahnen des Schaltungstragers kann der elek- 
5 trische/elektronische Bauteil nach Belieben durch ein- 
fach und schnell durchzufuhrendes Herausziehen und 
Einstecken aus diesem Sockel bzw. in diesen Sockel 
ausgetauscht werden. 

[0007] Nachteilig ist bei dieser Losung die Notwendig- 
10 keit des Steck-Sockels selbst. Dieser stellt eine zum 
elektrischen/elektronischen Bauteil hinzutretende Kom- 
ponente dar, welche den Materialaufwand und damit die 
Gestehungskosten der elektrischen/elektronischen 
Schaltung erhoht. Daruberhinaus muB auch dieser Sok- 
15 kel mit den Leiterbahnen verlotet werden, was zeitauf- 
wendig und aufgrund der dabei auftretenden Tempera - 
turen moglicherweise schadlich fur das Kunststoff-Ma- 
terial des Sockels selbst ist. 

[0008] Es istAufgabedervorliegenden Erfindung, ein 
20 Verbindungssystem zur losbaren Festlegung eines An- 
schluBkontaktes eines elektrisch/elektronischen Bau- 
teils auf einer Leiterbahn eines Schaltungtragers anzu- 
geben, welches eine besonders einfache, ohne zusatz- 
liche Komponenten auskommende Festlegung bzw. L6- 
25 sung eines elektrischen/elektronischen Bauteiles auf ei- 
ner bzw. von einer Leiterbahn eines Schaltungstragers 
erlaubt 

[0009] ErfindungsgemaB wird dies dadurch erreicht, 
daB jener Oberflachen-Abschnitt des AnschluBkontak- 
30 tes, welcher auf der Leiterbahn zu liegen kommt einer- 
seits und jener Oberflachen-Abschnitt der Leiterbahn, 
auf welcher der AnschluBkontakt zu liegen kommt an- 
dererseits mit einer Schicht aus Kohlenstoff-Nanotubes 
belegt ist. 

35 [0010] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung ist es, einen elektrischen/elektronischen Bauteil, 
umfassend zumindest einen AnschluBkontakt, der los- 
bar auf einer Leiterbahn eines Schaltungstragers fest- 
legbar ist, anzugeben, welcher Teil des obigen Verbin- 

40 dungssystems sein kann. 

[0011] Ein erfindungsgemaBer elektrischer/elektroni- 
scher Bauteil zeichnet sich dadurch aus, daB jener 
Oberflachen-Abschnitt des AnschluBkontaktes, wel- 
cher auf der Leiterbahn zu liegen kommt mit einer 

45 Schicht aus Kohlenstoff-Nanotubes belegt ist. 

[0012] Ein weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin- 
dung ist es, eine Leiterbahn aufgebracht auf einem 
Schaltungstrager, auf welcher ein AnschluBkontakt ei- 
nes elektrischen/elektronischen Bauteiles losbar fest- 

50 legbar ist, anzugeben, welche Teil des obigen Verbin- 
dungssystems sein kann. 

[0013] Eine erfindungsgemaBe Leiterbahn zeichnet 
sich dadurch aus, daB jener Oberflachen-Abschnitt der 
Leiterbahn, auf welchem der AnschluBkontakt des elek- 
55 trischen/elektronischen Bauteiles zu liegen kommt,. mit 
einer Schicht aus Kohlenstoff-Nanotubes belegt ist. 
Kohlenstoff-Nanotubes sind sehr stabile, im wesentli- 
chen normal zur Aufstandsflache, auf welcher sie auf- 
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gewachsen sind, verlaufende rohrenformige Korper. 
Wird einein erfindungsgemaBer Weise mitsolchen Na- 
notubes beschichtete AnschluBflache auf eine mit Na- 
notubes beschichtete Leiterbahn gelegt und diese bei- 
den Komponenten aneinander gedruckt, so werden die 
Nanotubes der einen Komponente in die Zwischenrau- 
me zwischen den Nanotubes der anderen Komponente 
eingeschoben, sodaB es zu einer intensiven Verzah- 
nung der beiden Nanotube-Schichten miteinander 
kommt. Die Zwischenraume zwischen den Nanotubes 
sind sehr gering und entsprechen etwa den Durchmes- 
sern der Nanotubes, sodaB die Mantelflachen der Na- 
notubes sehr eng aneinander liegen. Es ergibt sich da- 
mit eine starke Haftreibung zwischen den beiden Na- 
notube-Schichten, welche zu einer besonders innigen 
mechanischen Verbindung der AnschluBflache mit der 
Leiterbahn fuhrt. 

[0014] Durch das enge Anliegen der auf der An- 
schluBflache festgelegten Nanotubes auf den Nanotu- 
bes der Leiterbahn ergibt sich weiters eine groBe Kon- 
taktflache zwischen der AnschluBflache und der Leiter- 
bahn, was in Kombination mit der guten elektrischen 
Leitfahigkeit von Kohlenstoff-Nanotubes zu einer sehr 
guten, d.h. niederohmigen elektrischen Verbindung zwi- 
schen der AnschluBflache und der Leiterbahn fuhrt. Ne- 
ben der guten elektrischen Verbindung der Bauteile 
durch Nanotubes ist auch eine gute thermische Ankopp- 
lung gegeben. 

[0015] Die AnschluBflache -und mit ihr der. elektri- 
sche/elektronische Bauteil- ist jederzeit durch Abheben 
des Bauteiles in etwa normal zur Schaltungstrager- 
Oberflache verlaufender Richtung von der Leiterbahn 
trennbar. 

[0016] Diese rein auf mechanischer Reibung basie- 
rende Verbindungstechnik braucht durch keinerlei an- 
dere MaBnahmen erganzt werden, man kommt insbe- 
sondere vollig ohne jegliche Lotverbindung zwischen 
Bauteil-AnschluBflache und Leiterbahn aus. Die durch 
die Nanotube-Schichten erreichte mechanische Verbin- 
dung ist elastisch, womit eine bessere Temperatur- 
wechselbestandigkeit gegeniiber einer starren Lotver- 
bindung gegeben ist. Um eine dauerhafte Fixierung der 
Bauteile herzustellen : konnen die erfmdungsgemaB 
mittels der Nanotube-Schichten auf den Leiterbahnen 
festgelegten Bauteile wie bisher in der Elektronik ublich 
naturlichzusatzlich auch mit einer VerguBmasse versie- 
gelt oder auf anderem Wege mechanisch fixiert werden , 
z.B. nach einem Funktionstest. 

[0017] GemaB einer bevorzugten Ausfuhrungsform 
der Erfindungsgegenstande kann vorgesehen sein, daB 
die Kohlenstoff-Nanotubes Langen im Bereich zwi- 
schen 20 und 100|im aufweisen, wobei Langen im Be- 
reich zwischen 20 und 50u.um besonders bevorzugt 
sind. 

[001 8] Nanotubes in diesen GroBen sind mit den gan- 
gigen Herstellungsverfahren problem los herstellbarund 
entfalten die erorterten Effekte fur die erfindungsgema- 
Ben Zwecke in zufriedenstellendem AusmaB. 



[0019] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung kann 
vorgesenen sein, daB die Kohlenstoff-Nanotubes an ih- 
ren freien Enden often oder geschlossen sind. 
[0020] Diese beide Erscheinungsformen von Kohlen- 

5 stoff-Nanotubes sind gleichermaBen zur Erfullung des 
erfindungsgemaBen Zweckes geeignet. 
[0021] Die Erfindung wird unter Bezugnahme auf die 
beigeschlossenen Zeichnungen, in welchen ein beson- 
ders bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel dargestellt ist, 

10 naher beschrieben. Dabei zeigt: 



Fig. 1 einen auf einem Schaltungstrager 2 festge- 
legten elektronischen Bauteil 1 im GrundriB; 
Fig. 2 den elektronischen Bauteil 1 der Fig. 1 im Auf- 
riB; 

Fig.3 das in Fig. 2 eingetragene Detail X in stark ver- 
groBertem MaBstab und 

Fig.4 die Darstellung gemaB Fig.3 nachdem der 
elektronische Bauteil 1 an den Schaltungstrager 2 
angedruckt worden ist. 
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[0022] In den Fig.1 und 2 ist beispielhaft ein elektro- 
nischer Bauteil 1 in Gestalt eines in SMD (Surface 
Mounted Device)-Bauweise gehaltenen Transistors 
dargestellt. Dieser Bauteil 1 weist drei AnschluBflachen 
3 auf, welche innerhalb des Transistor-Gehauses mit 
Basis, Emitter und Kollektor des den eigentlichen Tran- 
sistor bildenden Halbleiter-Substrates verbunden sind. 
[0023] Damit eine auf dem Schaltungstrager 2 aufge- 
baute elektrische/elektronische Schaltung dem Transi- 
"stor elektrischeSignale zufuhren kann, mussen dessen 
. AnschluBflachen 3 mit den Leiterbahnen 4, die auf die- 
sem Schaltungstrager 2 vergelegt sind, verbunden wer- 
den. ErfindungsgemaB ist dazu ein Verbindungssystem 
vorgesehen : welches eine losbare Festlegung der An- 
schluBkontakte 3 auf diesen Leiterbahnen 4 eriaubt. 
GemaB diesem System ist vorgesehen, daB jenerOber- 
flachen-Abschnitt des AnschiuBkontaktes 3, welcher 
auf der Leiterbahn 4 zu liegen kommt, mit einer Schicht 
5 aus Kohlenstoff-Nanotubes belegt ist. Genauso ist 
auch jener Oberflachen-Abschnitt der Leiterbahn 4, auf 
welcher der AnschluBkontakt 3 zu liegen kommt, mit ei- 
ner Schicht 6 aus Kohlenstoff-Nanotubes belegt. Koh- 
lenstoff-Nanotubes sind an sich im Stand der Technik 
bekannt, es sind dies bienenwabenformig aufgebaute, 
zylindrische Rohren aus sp 2 -Kohlenstqff . Je nach Her- 
stellungsbedingungen unterscheidet man SWNT (Sin- 
gle Wall Nanotubes) oder MWNT (M u It i walled Nanotu- 
bes). Diefreistehenden Enden der Nanorohren sind un- 
ter den gebrauchlichen Synthesebedingungen durch 
Halbkugeln, welche durch den Einbau von genau sechs 
pentagonalen Einheiten in die hexagonale Graphit- 
Struktur entstehen, verschlossen. Wird zur Herstellung 
der Nanotubes ein CVD-Verfahren sowie ein Metallka- 
talysator eingesetzt, konnen die entstehenden Nanotu- 
bes auch durch Metallkappen abgeschlossen sein. Das 
wissenschaftliche und in der Folge industrielle Interesse 
an solchen Nanostrukturen beruht auf ihren hervorra- 
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genden mechanischen und elektronischen Eigenschaf- 
ten. Die Grossenordnung derartiger Strukturen bewe- 
gen sich im nm- (Durchmesser)/ um-Bereich (Lange), 
welche besonders auf dem Gebiet der Mikroelektronik 
technologische Anwendungen versprechen. 
[0024] Zur Erorterung der Funktion des erfindungsge- 
maBen Verbindungssystems sind in Fig. 3 und 4 die 
Kohlenstoff-Nanotubes durch Linien symbolisch darge- 
stellt. Der dort eingezeichnete Abstand zwischen den 
Nanotubes entspricht nicht der Realitat, sondern ist 
ubertrieben groB dargestellt. 

[0025] Wird eine in erfindungsgemaBer Weise mit ei- 
ner Nanotube-Schicht 5 versehene AnschluBflache 3 
auf eine Leiterbahn 4, die ebenfalls eine Nanotube- 
Schicht 6 tragt, aufgelegt und auf diese Leiterbahn 4 ge- 
druckt, kommt es zu der in Fig.4 dargestellten Verzah- 
nung der beiden Nanotube-Schichten 5,6: Die Nanotu- 
bes dereinen Schicht 5,6 werden dabei in dieZwischen- 
raume zwischen den Nanotubes der anderen Schicht 
6,5 eingeschoben . Da die Nanotubes sehr dicht beisam- 
men stehen, kommt es dabei zu einem engen Anliegen 
der Mantelflachen der Nanotubes dereinen Schicht 5,6 
an den Mantelflachen der Nanotubes der anderen 
Schicht 6,5, was einerseits zu einer innigen mechani- 
schen reibschiussigen Verbindung und andererseits zu 
einer groBen und damit widerstandsarmen elektrischen 
Kontaktf lache zwischen den beiden Schichten 5,6 fuhrt. 
[0026] Die Losung der Verbindung erfolgt ebenso ein- 
fach wie ihre Herstellung, indem die AnschluBflache 3 
bzw. derBauteil 1 etwa in normaler Richtung zur Schal- 
tungstrager-Oberf lache von dieserwegbewegt wird. Da 
wieeingangsbereits angefuhrt, Nanotubes mechanisch 
auBerst stabil sind, kann die erorterte reibschlussige 
Verbindung praktisch beliebig oft hergestellt und wieder 
gelost werden. 

[0027] Die gegenstandliche Erfindung ist vollig unab- 
hangig von den Materialien der zu verbindendeh Kom- 
ponenten AnschluBflache 3 und Schaltungstrager 2 
bzw. Leiterbahn 4 einsetzbar. Lediglich beispielhaftkon- 
nen als Metalle fur die AnschluBflache 3 und die Leiter- 
bahn 4 Kupfer, Piatin : Aluminium od. dgl. angegeben 
werden. Als Beispiele fur Materialien zur Ausbildung 
des Schaltungstragers 2 konnen Keramik, Epoxidharz- 
Platten, Glasfaser-Platten und dgl. angegeben werden. 
[0028] Desweiteren sind die Abmessungen der Na- 
notubes beliebig wahlbar, bevorzugt werden diese Koh- 
lenstoff-Nanotubes aber mit Langen 1 im Bereich zwi- 
schen 20 und 100jim, insbesondere im Bereich zwi- 
schen 20 und 50u,m hergestellt. Beide Fomnen von Na- 
notubes, namlich einerseits solche, die an ihren freien 
Enden geschlossen sind und andererseits solche, die 
an ihren freien Enden offen sind, konnen zur Realisie- 
rung der gegenstandlichen Erfindung herangezogen 
werden. 

[0029] Die GroBe der Nanotube-Schichten 5 : 6 ist 
nach oben nur durch die Dimensionen der Leiterbahnen 
4 bzw. der AnschluBflachen 3 der Bauteile 1 beschrankt. 
Je groBflachiger die Nanotube-Schichten 5,6 ausge- 



fuhrt sind, desto inniger wird die mechanische Verbin- 
dung von AnschluBflache 3 und Leiterbahn 4, sodaB es 
gunstig ist, die gesamte zur Verfiigung stehende Flache 
von Leiterbahn 4 und AnschluBflache 3 mit Nanotubes 

5 zu beschichten. 

[0030] Die Herstellung der Kohlenstoff-Nanotube- 
Schichten 5,6 ist ebenfalls beliebig nach irgendeinem 
fur sich im Stand derTechnik dafiir bekannten Verfah- 
ren, wie z.B. einem CVD-Verfahren, durchfiihrbar. 

10 Nachdem es bei derartigen Verfahren notwendig ist, die 
(metallische) Oberflache, auf welcher Nanotubes auf- 
wachsen sollen, relativ stark, namlich auf bis zu 1 000°C, 
aufzuheizen, empfiehlt es sich, die AnschluBflache 3 zu- 
erst mit Nanotubes zu beschichten und erst nach Ab- 

15 schluB dieses Beschichtungsschrittes die AnschluBfla- 
che 3 am Bauteil 1 festzulegen. Vorstellbar ist auch, daB 
das Substrat gekuhlt wird und nur das Reaktionsgas auf 
die fur den ProzeB notwendige Temperatur erwarmt. 
Dadurch ist eine direkte Abscheidung auf dem Bauteil, 

20 d.h. eine Abscheidung auf bereits am Bauteil festgeleg- 
ten AnschluBflachen denkbar. 

[0031] Weiters ist es moglich, eine Nanotube-Schicht 
zunachst auf einem von der Bauteil-AnschluBf lache ver- 
schiedenen Substrat aufwachsen zu lassen und diese 

25 Schicht nach abgeschlossener Herstellung auf die ei- 
gentliche AnschluBflache des Bauteiles zu ubertragen, 
was z.B. mittels einer Transfertechnik durchfiihrbar ist. 
[0032] Eine solche Transfertechnik fur Nanotube- 
Schichten wurde beschrieben in der Australischen pro- 

30 visional application Nr. PQ 0650/99 vom 28. Mai 1999, 
Titel: "Substrate Supported Aligned Carbon Nanotube 
Films", Anmelder: Forschungsinstitutes CSIRO. 
[0033] Die Erfindung ist bei jedem beliebigen elektri- 
schen/elektronischen Bauteil 1 anwendbar, besonders 

35 vorteilhaft wirkt sie sich naturlich bei Bauteilen mit relativ 
vielen AnschluBflachen 3, wie z.B. Mikroprozessoren, 
Speicherbausteinen od. dgl. aus. 

[0034] Ohne diese Erfindung in irgendeiner Weise 
einzuschranken wird abschlieBend der AbJauf einer tat- 

40 sachlich durchgefuhrten Vorgangsweise zur Erzeugung 
einer Schicht von Kohlenstoff-Nanotubes auf einer aus 
Platin gebildeten AnschluBflache 3 beschrieben. 
[0035] Ferrocen wurde in Aceton aufgelost und ein 
paarTropfen dieser gesattigten Aceton-Losung wurden 

45 auf die Oberflache der Platin-AnschluBf lache aufge- 
bracht, welche AnschluBflache noch nicht auf einem 
elektrischen/elektronischen Bauteil festgelegt war. Das 
Aceton verdampfte langsam, was zur Biidung einer mi- 
krokristallinen Ferrocen-Schicht auf der Substratober- 

50 flache fiihrte. 

[0036] Die Platin -AnschluBflache wurde anschiie- 
Bend in einen CVD-Ofen eingebracht, dessen Innen- 
raum zunachst I5min tang mit Stickstoff gespult wurde. 
Danach wurde Acetylen als kohlenstoffhaltiges Trager- 

55 gas in den Ofen-lnnenraum eingebracht, was ebenfalls 
durch Spulung des Ofen-lnnenraumes mit diesem Tra- 
gergas durchgefuhrt wurde. Der Acetylen-Gasstrom 
wies dabei eine Stromungsgeschwindigkeit von etwa 15 



4 



BNSDOCID: <EP _ 1 1 00297A2_I_> 



EP1 100 297 A2 



8 



seem mirr 1 auf. Jetzt wurde der Innenraum auf 650°C 
aufgeheizt. Beim, Erreichen dieser Temperatur setzte 
die Abscheidung von Kohlenstoff auf der Oberflache der 
Platin-AnschluBflache und damit das Wachstum von 
Nanotubes auf dieser AnschluBfiache ein, was erkenn- 5 
bar war an der Bildung einer homogenen schwarzen 3. 
Schicht. Die erorterten ProzeBbedingungen (Spulung 
mit Acetylen und Heizen der Platin-AnschluBflache auf 
650°C) wurden 40 Minuten lang aufrecht erhaiten, da- 
nach wurde der Ofen-lnnenraum mittels eines Stick- 
stoff-Gasstromes auf Raumtemperatur abgekuhlt. 
[0037] Die AnschluBfiache 3 wurde dem Ofen ent- 
nornmen und am elektrischen/elektronischen Bauteil 1 
angebracht. 

[0038] Die Nanotube-Schicht 6 auf den Leiterbahnen 
4 wurde in ahnlicher Weise mittels eines CVD-Verfah- 
rens aufgebracht. In diesem Zusammenhang ist zu be- 
tonen, daB die Abscheidung von Kohlenstoff in Gestalt 
von Nanotubes nur auf metallischen Oberflachen ein- 
setzt. Sollen Nanotubes auf einer nichtmetallischen 
Oberflache aufwachsen gelassen werden, muB ein me- 
tallhaltiger Katalysator, wie z.B. Ferrocen, auf diese 
Oberflache aufgebracht werden. Fur den gegenstandli- 
chen Anwendungsfall bedeutet dies, daB wenn kein Ka- 
talysator auf den aus einem Nichtmetall bestehenden^ 
Schaltungstrager 2 aufgebracht wird, systembedingt 
nur auf den Leiterbahnen 4 Nanotube-Schichten entste- 
hen konnen. Sollen diese nicht voilflachig mit einer Na- 
notube-Schicht belegt werden (was den Vorteil hatte, 
daB an beliebigen Stellen AnschluBflachen 3 auf ihnen 
festgelegt werden konnten), mussen die nicht zu be- 
schichtenden Bereiche abgedeckt werden. 
[0039] Wird ein aus einem keramischen Material be- 
stehender Schaltungstrager 2 verwendet, welcher Pla- 7. 
tin-Leiterbahnen tragt, kann mit einem CVD-Verfahren, 35 
das die eben im Zusammenhang mit der Beschichtung 
einer Platin-AnschluBflache 3 erorterten ProzeBpara- 
meter aufweist, eine Nanotube-Schicht 6 auf diesen Lei- 
terbahnen 4 gebildet werden. 
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5. 



6. 



Oberflachen-Abschnitt des AnschluBkontaktes (3), 
welcher auf der Leiterbahn (4) zu liegen kommt mit 
einer Schicht (5) aus Kohlenstoff-Nanotubes belegt 

ist. 

Leiterbahn (4) aufgebracht auf einem Schaltungs- 
trager (2), auf welcher ein AnschluBkontakt (3) ei- 
nes elektrischen/elektronischen Bauteiles (1) los- 
bar festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB 
jener Oberflachen-Abschnitt der Leiterbahn (4), auf 
welchem der AnschluBkontakt (3) des elektrischen/ 
elektrohischen Bauteiles (1) zu liegen kommt, mit 
einer Schicht (5) aus Kohlenstoff-Nanotubes belegt 
ist. 

Verbindungssystem, elektrischer/elektronischer 
Bauteil (1) bzw. Leiterbahn (4) nach Anspruch 1, 2 
bzw. 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Kohlen- 
stoff-Nanotubes Langen im Bereich zwischen 20 
und 100jxm aufweisen. 

Verbindungssystem, elektrischer/elektronischer 
Bauteil (1) bzw. Leiterbahn (4) nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kohlenstoff- 
Nanotubes Langen im Bereich zwischen 20 und 
50u.m aufweisen. 

Verbindungssystem, elektrischer/elektronischer 
Bauteil (2) bzw. Leiterbahn (4) nach einem der An- 
spruche l bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kohlenstoff-Nanotubes.an ihren freien Enden offen 
sind. 

Verbindungssystem, elektrischer/elektronischer 
Bauteil (1) bzw. Leiterbahn (4) nach einem der An- 
spruche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Kohlenstoff-Nanotubes an ihren freien Enden ge- 
schlossen sind. 



Patentanspruche 

1 . Verbindungssystem zur losbaren Festlegung eines 
AnschluBkontaktes (3) eines elektrisch/elektroni- 
schen Bauteils (2) auf einer Leiterbahn (4) eines 
Schaltungtragers (2), dadurch gekennzeichnet, 
daB jener Oberflachen-Abschnitt des AnschluBkon- 
taktes (3), welcher auf der Leiterbahn (4) zu liegen 
kommt einerseits und jener Oberflachen-Abschnitt 
der Leiterbahn (4), auf welcher der AnschluBkon- 
takt (3) zu liegen kommt andererseits mit einer 
Schicht (5,6) aus Kohlenstoff-Nanotubes belegt ist. 
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2. Elektrischer/elektronischer Bauteil (1), umfassend 
zumindest einen. AnschluBkontakt (3), der losbar 
auf einer Leiterbahn (4) eines Schaltungstragers (2) 
festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB jener 
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